První výsledky s rozmítanou Langmuirovou sondou na GOLEMovi

Experimentální data se zaznamenával na osciloskopu. Na sondu se přikládalo pilové napětí –20 -+20 V, viz levý panel na Obr 1.
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Je vidět, že napěťová data se zaznamenávala pouze do času cca 10 ms, i když na stínítku osciloskopu jsou vidět po celou dobu záznamu. Z detail napěťového průběhu, který je znázorněn na pravém panelu, vyplývá, že vzorkovací frekvence byla pouze 10 kHz. 

Časový průběh sondového proudu je vidět na obr. 2.
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Je evidentní, že rozlišení na ose y není dostatečné – jsou patrné jednotlivé úrovně, viz též zoom na dalším obrazku.
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 Nicméně, je vidět, že sondový proud je relativně velký – 0,6 A při napětí na sondě +20 V. Takže na sondu bychom neměli přikládat vyšší kladné napětí, neboť hrozí poškození hrotu.

Voltampérová charakteristika sondy, sejmutá v čase 6.9- 7.5 ms (sondové napětí narůstá od –20 V do +20 V),  je na dalším obrázku.
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Je vidět, že pro zadané sondové napětí měříme pouze elektronovou větev sondové charakteristiky, protože plovoucí potenciál v místě sondy je záporný, někde mezi –20 a –10 V. Elektronová teplota se tudíž nedá vyhodnotit. Abychom příště změřili celou charakteristiku, musíme přikládat napětí nesymetricky okolo nuly, zhruba v rozmezí –60 - +20 V.

Poslední obrázek ukazuje IV charakteristiku konstruovanou v čase 8.4 –8,9 ms.
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Při sondovém napětí vyšším než 12 V  zůstává  sondový proud konstantní. To znamená, že jsme již v oblasti elektronového nasyceného proudu.

Závěr:

· Odpor 4,7 Ohm je zvolen vhodně.

· Frekvence rozmítání 1 kHz je vhodná, později se můžeme pokusit rozmítání zrychlit (2 kHz).

· Pro záznam sondového proudu je nezbytné použít sběr NI - diferenciální vstup

· Obor rozmítacích napětí musí být nesymetrický kolem nuly. Zřejmě bude stačit rozmezí –60 V -+ 20 V. Musíme totiž meřit iontový nasycený proud, abychom mohli IV charakteristiku nafitovat na modelový průběh
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a z experimentální IV charakteristiky určit  Isat, Vfloat a Te.
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